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 半导体光电子材料与器件的理论与实验研究 

个人简历  

李书平，男，1973年11月出生，民族：汉，籍贯：福建 闽侯，党员。1996年毕业于厦门大学物理系，2001年7
月于厦门大学获凝聚态物理专业理学博士学位。现为厦门大学物理系教授，并担任厦门大学物理系分管实验副
主任。一直从事半导体光电子材料与器件的理论与实验研究，近年来主要开展GaN基外延技术研究，完成过
GaN基大功率LED的外延，成功地完成了波长小于280nm的深紫外LED外延，并实现波长定制可调。主持过福
建省自然科学基金，主持国家高技术研究发展计划（863计划）项目子课题等。已在国内外学术刊物上发表论文
数十篇，申请多项国家发明专利，获得2009年厦门市科学技术进步三等奖。 

 

在研基金  

1.主持国家“863”计划项目子课题：深紫外LED外延生长及应用技术研究（2011.01－2013.12） 

2.参与厦门市科技计划项目：高效多结太阳能电池特性研究（2009.08-2011.08） 

3.参与国家自然科学基金重大研究计划培育项目：全同量子点晶格构筑及其量子态间耦合表征（2010.01-
2012.12） 

4.参与国家自然科学基金重点专项：原位半导体纳米结构综合测试系统研制（2009.01-2011.12） 

5.主持福建省科技计划重点项目：GaN 基紫外LED 芯片制备（2007.05-2009.06） 

6.参与厦门市科技计划项目：稳定波长的高性能GaN基LED芯片（2006.1-2007.12） 

7.参与国家“863”计划项目：GaN基半导体材料设计与关键外延技术开发（2006.10-2008.09） 

8.参与福建省科技计划重点项目：0.25瓦蓝光LED芯片标准单元及其混合集成瓦级白光LEDs（2005.1-
2006.12） 

9.参与福建省科技计划重点项目：GaN基功率级LED芯片制备（2004.07-2007.06） 

10.参与国家自然科学基金项目：III族氮化物异质界面的缺陷（2004.1-2006.12） 

11.主持福建省自然科学基金：Ⅲ族氮化物异质界面模拟及实验研究（2004.05-2007.05） 
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2.Structural properties of InN films grown in different conditions by metalorganic vapor phase epitaxy, J. Mat. 
Res. 26(6) 775-780 (2011)

3.An all-inorganic type-II heterojunction array with nearly full solar spectral response based on ZnO/ZnSe 
core/shell nanowires, J. Mat. Chem. 21(16) 6020-6026 (2011)

4.Si(001)衬底上闪锌矿ZnO的制备与分析，发光学报，31（2），209-213（2010） 
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